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Introduction Dépdi des couches minc
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Les indices de refraction des oxynitrures BSiet des
carbonitrure<SIC,N, de silicium peuvent varier de 1,46 a 3,3
gui en font de bons candidats pour des revétements antireflets.

L’objectif de ce travail a été d’obtenir des matériau: Cible Si SiC oxygene
composition elémentaire variant continGment du nitrure a I'oxyd Gas Ar/O,IN, Ar/N,
de silicium d’une part et du carbure au carbonitrure de sili
d’autre part. Notre choix de la technique de dépot s’est porté s
la pulverisation réactive, technique permettant de cont
alsement la stoechiométrie de composeés ternaires par I'ajudte
des melanges de gaz réactifs injectes.

Débits F., = 5 sccn Frr i o= 6,6SCCI
Foo + no= 2 SCCm
Parametr | R: = Fo/(Fo, + Fno) | Re = Fro/ (Far + Fryo)
O0<Rf <0,5 O0<R- =<1
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controlee par le melange de g: SiOxNy: E,>5 e\
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Ellipsomeétrie spectroscopiqu: Indice deréfraction — Coefficient d’extinction
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- Proceéde PVD reactif permet de depot de films de composition dtindice deréfraction controles 5. e | _ g
par le mélange degaz injecté. B | = 5 |

- SICN, a gap trop faible mais SIQN, est un bon candidat pour desysteme antireflets. SR e B s " rdeessom



